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【はじめに】 太陽電池の最高変換効率は、Ⅲ-Ⅴ族化合物半導体 (GaAs 等)によって更新され続けて

きた。しかし、基板コストの高さから応用が限られている。そのため、安価な基板上への高品質

GaAs薄膜の形成が望まれている。我々はこれまでに Al誘起成長 (AIC: Al-Induced Crystallization) 

法を用い、大粒径 Ge(111)薄膜をガラス上に低温形成した[1]。Ge は GaAs と格子整合することが

知られている。そこで、本研究では、分子線エピタキシー (MBE: Molecular Beam Epitaxy) 法によ

り Al誘起成長 Ge層の粒径を引き継いだ GaAs薄膜を形成し、光吸収層とすることを検討した。 

 

【実験方法】 試料作製手順を Fig. 1に示す。AIC法

により Geと Alの層交換を誘起し (350 °C、100 h)、

上部 Al層を希釈 HF (1.5%) で除去することでガラ

ス基板上に大粒径 Ge シード層 (50 nm 厚) を形成

した。その後、基板温度 600 °C で GaAs層のMBE

成長を検討した。また、比較のため、Ge(111)基板上、

SiO2基板上においても同様の条件で成長を行った。 
 

【結果・考察】 ラマン分光法による結晶性評価の結

果、全ての基板上において結晶 GaAs薄膜が形成さ

れていることが確認された (Fig. 2(a))。AIC-Ge上、

SiO2基板上では、Ge (111) 基板上と比較して、低波

数側へのピークシフトが確認された。これは SiO2

基板とGaAs膜の熱膨張係差による応力が働いたた

めであると考えられる。また、SEM 観察から、い

ずれの基板上においてもGaAsは連続膜であること

が確認された (Fig. 2(b)-(d))。SiO2 基板上の試料表

面で見られるドット状構造については現在解析を

行っている。EBSD法により結晶方位の観察を行っ

た結果を Fig. 3に示す。SiO2基板上に直接形成した

GaAs層は極めて小粒径であり、結晶粒の同定が困

難であった (Fig. 3(c))。一方で、Ge(111)基板上、AIC-

Ge上では高(111)配向しており、エピタキシャル成

長が確認された(Fig. 3(a),(b))。また、AIC-Ge上では

下地の粒径を反映して、大粒径の GaAs層が確認さ

れた (Fig. 3(d))。以上、AIC-Ge 層を挿入すること

で、ガラス基板上に大粒径 (>50 μm) かつ高配向な

GaAs層の作製に成功した。現在、得られた GaAs層

の光学特性評価を遂行している。 
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